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Introducéo

Materiais a base de silica apresentam propriedades
interessantes para aplicagdo em fotdnica quando
dopados com fons lantanideos®?. Em especial,
filmes, a base de silica, preparados pelo processo
sol-gel sdo promissores materiais para aplicacdo
como guias de onda planares ativos e filmes
luminescentes. Dentre o0s varios métodos de
preparacdo, a maioria dos trabalhos descritos na
literatura utilizam alc6xidos como precursores para a
preparacdo de sois e deposicdo de filmes por dip ou
spin-coating. Este trabalho tem como objetivo a
obtencdo de xerogéis e filmes a base de silicato,
utilizando precursores de baixo custo como Na,SiOs.
Caracterizagdes estruturais e morfolégicas foram
realizadas em funcéo do tratamento térmico.

Resultados e Discussao

O xerogel foi preparado a partir da solugéo precursora
de silicato de sédio com concentracdo de 0,585
mol.L'* e ZrOCl,, com a razdo molar de Si/Zr de 95/5.
ApOs evaporacdo do solvente & temperatura ambiente
(25°C) o gel foi dividido em triplicata e submetido a
tratamentos térmicos a 500, 700 e 900 °C por 2h.
Paralelamente, os filmes foram obtidos a partir de
duas solugcbes preparadas com 0S mesmos
precursores do xerogel, porém com a relagao de Si/Zr
em 90/10, acidificadas a pH 3, dopadas com 0,5%
em mol de Eu* (Eu/SiZr) e adicionadas & uma
solucdo etandlica de Tween 80. Os filmes foram
depositados sobre substrato de silicio. Para a
deposicdo dos filmes, uma dessas solugdes foi
mantida em repouso por 16h (F1) e outra recém-
preparada (F2). Ambos os filmes foram depositados
pela técnica de dip-coating com velocidade de
deposicdo de 10mm/s e tempo de imersdo de 30s.
Entre cada deposito os filmes foram submetidos a
tratamentos térmicos de 900 °C por 5 min até
completar 10 camadas. O xerogel tratado em
diferentes temperaturas, assim como os filmes, foram
caracterizados por espectroscopia de absor¢cdo na
regido do infravermelho (FTIR). Os filmes foram ainda
caracterizados por microscopia eletrbnica de
varredura (MEV) e reflectancia especular. Atraves
dos resultados de FTIR dos xerogéis foi possivel
constatar o desaparecimento gradual das bandas
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localizadas em 3462 e 1634 cm™ com 0 aumento da
temperatura do tratamento térmico. Essas bandas
sdo atribuidas ao estiramento de grupos OH e a
deformacdo angular da molécula de H,0,
respectivamente. Observou-se ainda, uma banda
intensa na regido de 1075 cm™ atribuida ao
estiramento vibracional da ligacdo entre Si-O-Si,
revelando a formacéo de espécies SiO,. Foi possivel
acompanhar a formacdo de uma rede inorganica a
base de silicato por espectroscopia vibracional com o
monitoramento do processo de eliminacdo de
moléculas de agua e grupos hidroxilicos. O controle
da auséncia de multifdnons de alta energia (como
grupos OH) é importante para preparar materiais
luminescentes com elevada eficiéncia quéntica de
emissdo. Por MEV observou-se que os filmes
apresentaram superficie relativamente regular com
auséncia de particulas (Figura 1), porém F1
apresentou uma menor rugosidade superficial.

Figura 1. ‘F'otomicrografias dos filmes preparados a
partir (a) F1 e (b) F2.

Conclusdes |

A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que os
filmes sdo homogéneos, livre de trincas e com
espessura da ordem de 200 nm. Foi possivel
acompanhar a formacdo de uma rede inorganica a
base de silicato por espectroscopia vibracional, com
0 monitoramento do processo de eliminacdo de
moléculas de agua e grupos hidroxilicos.
Propriedades 6pticas, espectroscépicas de emissao
e estruturais em funcdo da adicdo de Oxido de
Zirconio estdo em andamento.
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